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" Vyndlez se tykd vykonové polovodilové diody s vysokou zat{Zitelnostl v z4vérném sméru.

Vykonové polovodiové diody s vysokou zat{¥itelnostf v zdvdrném sméru byly dosud fefeny
jako struktury s lavinovym prl@razem, vytvo¥ené integrac{ struktury s ni¥3fm priraznym napd-
tfm ve vnit¥ni &4sti struktury a s vy%&fm priraznym napétim v okrajovych &dstech struktury,
kde vysokonapéfovy p¥echod PN vystupuje na povrch. Struktury s lavinovym mechanismem prirazu
maji viak omezeny rozsah vykonové zatf¥itelnosti v zdvérném sméru, dany tim, ¥e lavinovy
priraz je obvykle tvofen diskrétnimi lokalizovanymi oblastmi s vysokou proudovou hustotou.

Podstatn& vyssf zatf¥itelnosti v z4vérném sméru je dosa%eno u vykonové polovodidové
diody podle vyndlezu, kterd je tvofena dvéma integrovanymi strukturami, z nich¥ jedna, obsa-
hujfcf &ty¥l vrstvy st¥fdavd opadného typu vodivosti je vytvofena ve vnit¥n{ &4sti plochy
polovodisového systému, zatimco okrajovd &4st polovodifového systému, ve které vysokonapé~-
¥ovy pfechod PN vystupuje na povrch, je tvofena strukturou se dvéma vrstvami vzdjemnd opad-
ného typu vodivosti, pri¥em¥ katodovy a anodovy kontakt je spole¥ny pro ob& integrované
struktury. .

v
Integrovand struktura obsahujfc{ &ty¥i vrstvy st¥{dav® opa&ného typu vodivosti je vytvo-
¥ena ve tvaru nejménd dvou geometrickych dtvard jako napi. kruh® nebo obdélnfkd, které jsou
obklopeny strukturou se dv&ma vrstvami vzdjemn& opa&ného typu vodivosti.

¢tyfvrstvé struktura s mechanismem priirazu typu "punch through" md z hlediska absorpce
ztrdtového vykonu v z4v&rném smiru podstatné vy$¥{ zatf¥itelnost neZ struktury s lavinovym
mechanismem prirazu. Ob& ¥4sti integrované struktury polovodiZové diody podle vyndlezu,
majf{ v propustném sméru stejnou zatf{Zfitelnost zajisténou spole&nym katodovym a anodovym emi-
torem. Aplikace diod s vysokou drovni absorpce 2trdt v z4vérném smEru umo¥fuje plné vyuZitf
nap&tovych vlastnostf soutdstek a Usporu jisticfch prvkid.

Na p¥ilofeném vykresu je zobrazena vykonovd diodovd struktura podle vyﬁélezu se dvéma
variantami provedeni Sty¥vrstvé struktury.

Na obr. 1 je v p¥féném Yezu diodovd struktura s emltorovou anodovou vrstvou 1 typu P,
opat¥enou anodovym kontaktem 2. Emitorovd vrstva typu N sestdvd z vysokodotované &dsti 3a a
z %4sti 3b s nfzkou koncentraci pfimés{. Vysokodotovand &4st 3a je opatfena katodovym kon-
taktem 4 spoleénym pro obé& integrované struktury. Ctyfvrstvd struktura § je vytvofena ve
vnit¥n{ &4sti polovodi¥ového systému, kde mezi vysokodotovanou %4st 3a a nizkodotovanou
%4st 3b emitorové vrstvy je vloZena vrstva 5 vodivosti typu P. Struktura 7 se dvéma vrstvami
vzdjemn& opadného typu vodivosti pak zlstane pouze v okrajové &4sti polovodi&ového systému.

Na obr. 2a je diodovd struktura zobrazend v ¥Yezu vedeném rovinou rovnobé&Znou s obé&ma
hlavnimi elektrodami a na obr. 2b v fezu vedeném rovinou k ni kolmou. V tomto provedeni je
struktura 6 obsahujfci &ty¥i vrstvy vytvofena ve tvaru kruhd 5 rozloZenych ve vnit¥nf &dsti
plochy polovodidového systému & obklopenych strukturou 7 vzédjemn& opafného typu vodivosti.

PREDMET VYNALEZU

1. vVykonovd polovodidovd dioda s vysokou zat{fitelnostf v z&vérném smdru, vyznadend
tim, ¥e je tvo¥ena dvéma integrovanymi strukturami /6, 7/, z nich¥ jedna /6/, obsahujfci
Sty¥i- vrstvy st¥fdavé opa&ného typu vodivosti, je vytvo¥ena ve vnit¥nf{ &4sti plochy polovo-
di%ového systému, zatfmco okrajovd Idst polovodidového systému, ve které vysokonapdtovy
prechod PN vystupuje na povrch, je tvo¥ena strukturou /7/ se dvéma vrstvami vzdjemn& opagného
typu vodivosti, pfiem# katodovy i anodovy kontakt /4/ a /2/ je spoledny pro obd integrované
struktury /6, 7/.
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2. Vfkonovd polovodiZovd dioda podle bodu 1, vyznadend tim, %e integrovand struktura
/6/ obsahujfci &tyfi vrswsvy st¥{davé opadného typu vodivosti je vytvofena ve tvaru nejménd
dvou geometrickych dtvard /5/ jako napffklad kruhd nebo obdélnfkl, které jsou obklopeny
stxukturou Yari se dvéma vrstvami vzdjemn® opa¥ného typu vodivosti.

1 vykres
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